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１．概要（Summary） 

シリコンの種々の特性を理解するためには、デバイ

スの作製が必要となる。その初期検討としてシリコン

とシリコン酸化膜の選択比(Si/SiO2)に関する基礎デ

ータを収集するため、SF6ガスに関するシリコンのエ

ッチング速度等の評価を昨年度実施した。その結果、

収集した基礎データからデバイス作製条件を仮決定

することができた。しかしながら実プロセス時間で処

理したときのエッチングレートの安定性、再現性が把

握できていなったため、今回プロセス時間とエッチン

グレートに関する検討を行った。 

 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
Reactive Ion Etching 装置（非 Bosch プロセス）、エ

リプソメーター、表面形状測定器（段差計） 
【実験方法】 

実験には豊田工業大学ナノテクノロジープラット

フォームに設置されている RIE 装置を用い、下記条

件にてドライエッチングを行った。全圧：0.2 Torr、
SF6流量：53 sccm、RF パワー：100 W。プロセス時

間：20~60sec。また実験には熱酸化膜付きのシリコン

ウェハと単結晶 Si ウェハを用い、それぞれのドライ

エッチング速度をエリプソメーターと表面形状測定

器を用いて算出した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1 はプロセス時間を変化させたときの Si/SiO2

選択比の結果である。プロセス時間によらず一定の

Si/SiO2選択比を示すと予想していたが、緩やかなが

ら正相関が確認された。特にプロセス時間が短いほど

不安定であった。Fig.2 に示すように詳細を把握する

ため、各エッチング量に着目したところ、SiO2のエッ

チング量が不安定となっていることが明らかとなっ

た。SiO2のエッチング初期状態の制御が今後の課題と

なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．その他・特記事項（Others） 

別方法にて目的を達成できることが分かったため、検討

終了とさせていただく。 

 
５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
なし 

 
６．関連特許（Patent） 

なし 

Fig.2 Process time and etching amounts. 

 

Fig.1 Process time and Si/SiO2 selected ratio. 


